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[はじめに] 

 III-V 族窒化物半導体は、深紫外線から近赤外線領域までカバーするバンドギャップをもつ直接
遷移型半導体であり、光・電子素子へ広く利用されている。中でも AlxGa1-xN は Al と Ga の組成
を変化させることでバンドギャップを 3.4～6.0 eVで変化させることができ[1]、深紫外線領域の発
光素子への応用が進んでいる。最近では、高品位な AlN テンプレートや AlN 基板の使用により、
素子特性が飛躍的に改善している[2]。我々のグループでは、RFプラズマ援用分子線エピタキシー
(RF-MBE)法により GaNテンプレート上への AlGaN 成長に取り組み、臨界膜厚が結晶性や表面平
坦性に与える影響を報告してきた[3]。本研究では、GaN、AlN テンプレート上に V/III比を変化さ
せ GaN 成長を行い、V/III比が結晶性や表面平坦性、発光特性、電気的特性に及ぼす影響を調査す
ることを目的とした。 

[実験方法] 

本研究では、MOCVD 法によって c面サファイア基板上に成長された 1 μm の GaN と、HVPE法
によって c 面サファイア基板上に成長された 400 nm の AlN をテンプレート基板として用い、
RF-MBE法を用いて GaNを成長させた。窒素流量と RF 出力は 1 sccm、200 Wで固定し、Ga平衡
蒸気圧(Ga)を 2.5～7.510-7 Torrで変化させた。成長時の圧力は 2.0×10-5 Torrであった。基板温度
は 650°Cとし、1時間成長した。製作した試料は、分光エリプソメトリー、原子間力顕微鏡(AFM)、
X 線回折(XRD)及びフォトルミネセンス(PL)、ホール効果測定により評価した。また、Ga ドロッ
プレットが形成された試料は、5分間の塩酸処理にてドロップレットの除去を行い測定した。 

[結果と考察] 

 GaN テンプレート上の GaN 薄膜に対し、成長レート、AFM測定で得られた平均二乗荒さ(rms)、
XRD 測定で得られたロッキングカーブの半値全幅(XRC FWHM)を Ga に対してプロットしたも
のを図 1 に、PL 測定で得られたバンド端付近の発光(NBE)ピークの半値全幅と積分強度、並びに
NBE 発光とイエロールミネセンス(YL)発光帯の積分強度比をプロットしたものを図 2 に示す。
RHEEDのその場観察と rms 値から、Gaの増加により表面平坦性が向上することが分かった。こ
れに対し、PL測定では、Gaの増加により NBE発光の PL強度が増加し、半値全幅が最小で 58 meV

まで減少した。 

 [結論] 

 GaNテンプレート上の GaN 成長では、表面平坦性の向上と PL 特性の改善のためには、ドロッ
プレットが生じない範囲で V/III比を低く維持する必要があることが分かった。AlN テンプレート
上の GaN 成長の結果は当日報告する。 
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Fig. 1. (a) rms, (b) thickness, and (c) XRC 

FWHM values as a function of Ga BPE for 

GaN films grown on GaN templates. 

Fig. 2. (a) Integrated NBE PL intensity, 

(b) FWHM, and (c) I(YL)/I(NBE) 

values as a function of Ga BPE for GaN 

films grown on GaN templates. 
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